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SOLUTION DE L'EXAMEN - UEF 21 (CEM)
Exo.1: (08 pts)

1.Donner la définition dela susceptibilité dectromagnétique.
La capacité a supporter les perturbations.

2.Quelles sont les causes principales des perturbations électromagnétiques.
Les variations brusques du courant et de latension.

3.Comment circulent les courants perturbateurs en mode différentidles.
Il circule en sens opposé sur chacun desfils

4.Peut-on avoir plusieursprisesdeterre. Si oui, pourquoi ? Si nhon, pourquoi ?
Non car plusieurs prises de terre provoquent les différences de potentiels entre les différentes

Masses.

5.Quéd est lerdledu blindage ?

Il maintient en dehors les perturbations externes, a I’intérieur les signaux internes et procure
aux perturbations un chemin a basse impédance.

Exo. 2 :(15 pts)

1. Considérons deux cébles 1 et 2 de résistance négligeable. Le cable 1 est une source de
perturbation sinusoidale de tension vi(t) et de pulsation o. Le céble 2 est alimenté par une
tension continue E équivalente a une capacité de valeur trés grande (infinie).

a. Capacitésissuesdu couplage capacitif et schéma éectrique équivalent.
L’ alimentation continue E est un circuit fermé car elle est équivalente a une capacité tres
grande (infinie). Elle ne présente pas d’ effet capacitif car la fréquence est zéro.
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b. Etablir I’expression delatension V en fonction de V.
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c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure.

e BF:V,=0:lecable2n’est pas perturbé
e HF:V,=V, :lecéble2 est perturbé
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2. Lecablel alimenteunerésistance R;, commele montrelafigure 2.
a. Capacitésissuesdu couplage capacitif et schéma éectrique équivalent.
On néglige I’ effet capacitif aux bornes de R; car ¢’ est une tension faible.
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b. Etablir I’expression delatension V, en fonction de V.
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c. Deduireson expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure.

e BF:V,=0:lecable2n’est pas perturbé
e HF:V,=V, :lecéble2 est perturbé

3. Méme configuration quela question 2.
a. Représenter sur le schéma les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma
électrique équivalent.
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b. Etablir I'’expression delatension V; (tension induite) en fonction de V.
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c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure.

e BF=V,=0
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4. Méme configuration quela question 2.
a. Capacités issues du couplage capacitif et inductances issues du couplage inductif et

schéma électrique équivalent.
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b. Etablir I'expression delatension V; en fonction de V;.

On applique le théoreme de superposition :
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e Couplage capacitif : |V, = s jcr:1(2212a)v1
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c. Déduire son expression dansles domaines de hautes et de basses fréquences et conclure.

e BF=V,=0
M
° HF:V2=[1+—}/1
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